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A espectrometria de radiagdo eletromagnética de baixa energia tem sido intensamente estudada na ultima década
em conseqiencia da grande utiliza¢do desta técnica em experimentos de radiacdo de sincrotron [1]; medidas de
coeficiente de difusdo na produgdo de filmes condutores ou semicondutores [2-4]; determinacio de composicao de
rochas pela analise da fluorescencia de raios-X, etc. Na grande maioria das aplicacoes citadas, os detectores usados
sao diodos especiais de Si os quais, em termos de resolugdo em energia, sio compativeis aos de Si(Li) e HPGe (de
pequeno volume), porém com as vantagens de baixo custo e a possibilidade de operacao em temperatura ambiente.
Resultados recentemente obtidos eni nosso laboratério [5] com fotodiodos de Si (SFH00206) na espectrometria de
particulas carregadas e radiagdes eletromagnéticas, associados a nossa necessidade de desenvolver um sistema de
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espectrometria de raios-X de baixa energia para ser empregado em medidas de abundancia 1sotopica nos minérios
brasileiros, nos incentivaram a dar continuidade ao estudo das condigdes de resposta deste e de outros fotodiodos
comerciais na espectrometria destas radiagdes. Uma andlise das caracteristicas dos diodos de Si demonstrou que,
além do fotodiodo SFH00206 da Siemens, existem outros $2590-02 e $3590 { ambos da Hamamatsu), que apresentam
areas lteis, capacidades e correntes de fuga adequadas para a espectrometria de raios-X. A caracterizacao de cada
um destes fotodiodos foi feita inicialmente medindo-se a corrente de fuga em funcao da tensio de polarizagao
reversa e da temperatura (acoplando-se diretamente cada fotodiodo A face fria de uma célula Peltier que permitia
a diminuigao da temperatura & -30°C). Os resultados obtidos estdo representados na figura 1 onde se observa um
crescimento da corrente de fuga com a tensao de polarizagao, porém, mesmo na situacio mais desfavoravel, tem-se
correntes inferiores a 6 nA. Por outro lado, o efeito da temperatura sobre a corrente de fuga é hastante evidenciado,
mostrando uma diminuigao significativa na corrente com a redugao da temperatura.
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Figura 1 - Curva da corrente de fuga em fungao da tensao de polarizacao reversa

0 estudo das condigoes de operagao dos diodos como detectores de raios-X foi feito fixando o conjunto constituido
pelo fotodiodo e célula Peltier a tampa de uma camara de aco inox no interior da qual se fez o vacuo. Para
diminuir a capacidade parasita do sistema, o diodo foi conectado diretamente ao pré-amplificador sensivel & carga.
A polarizagao do diodo foi feita através de uma resistencia de 100MQ, interna ao pré-amplificador, e que também
permitia a entrada de sinais provenientes de um gerador de impulsos para medidas do ruido eletronico. Os impulsos
provenientes do pré-amplificador eram em seguida enviados ao amplificador (ORTEC-572) e deste ao analisador
multicanal (ORTEC Spectrum Ace 8kj. As caracteristicas de resposta dos diodos para a espectrometria de raios-X
foram estudadas para a linha de 59,7keV do ' Am em diferentes condigdes de polarizacio e temperatura (respei-
tando a limitagao dada pelo fabricante) analisando-se a influéncia destes fatores na resolucao em energia encontrada.
Em cada caso determinou-se, separadamente, a contribui¢ao do ruido eletronico nas medidas, verificando-se uma
melhora significativa dos resultados obtidos com a diminui¢do da temperatura. Os melhores resultados obtidos
foram FWHM = 2,94keV, FWHM = 3,18keV e FWHM = 6,05keV para os fotodiodos SFH00206 da Siemens (&
20V de polarizagao). S2506-02 (& 12V de polarizagio) e S3590 (a 20V de polarizacao) - ambos da Hamamatsu -
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respectivamente em temperatura ambiente e FWHM = 2.55keV (SFHO00206 & 20V de polarizagao e -30°C'). FWHM
= 2.66keV (52506-02 & 12V de polarizagio e -25°C) e FWHM = 3,76keV (53590 a 20V de polarizagao e -16°C),
evidenciando que o fotodiodo SFHO0206 ap1<><911ta ligeiras vantagens em relacao aos demais, principalmente no
tocante & resolucao em energia (espectro mostrado na figura 2).
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Figura 2 - Espectro de Raio-X do 24'Am
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espectlomehxa de raios- ‘( e que as reﬂolugoeq encontradas estao limitadas apenas pelo uudo total do s1<tema o que
pode ser reduzido através de um resfriamento do primeiro estigio do pré-amplificador.
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